Analog Elektronik Ders Notlari BJT Yapisi ve Calisma Prensibi Prof.Dr.Ali Fuat BOZ

BJT (Bipolar Junction Transistor)
(Iki Polarmaly, Birlesim Yiizeyli Transistor)

Transfer+Resistor=Transistor

IIk BJT 1947 yilinda ABD’de bulunan Bell laboratuvarlarmda Dr.Shockley, Dr. Bardeen ve

Dr Brattain adindaki ii¢ bilim adamu tarafindan gerceklestirilmistir. Bu buluslarindan dolay1
1956 yilinda Nobel 6diilii kazanmislardir.
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Basitlestirilmis BJT Yapist (NPN) Pratikte BJT yapis1
Fiziksel BJT Yap1 Ve Calisma Modlari
Calisma Modlar
Mod EBJ CBJ polarmalar:
Kesim (Cut-off) Ters Ters
Doyum (Saturation) Dogru Dogru
Aktif (Active) Dogru Ters
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BJT Aktif Mod Calismasi;
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NPN Transistoriin E-B Birlesim Yiizeyinin Dogru Yonde Polarmalandiriimasi
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NPN Transistoriin C-B Birlesim Yiizeyinin Ters Yonde Polarmalandiriimasi
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NPN Transistoriin E-B Birlesim Yiizeyinin Dogru, C-B Birlegsim Yiizeyinin Ters Yonde
Polarmalandirilmasi(Aktif Calisma Bélgesi)

Dogru yonde polarmalanan E-B birlesiminden dolayi, Emiter’den Beyz’e dogru biiylik bir
elektron geg¢isi olur, yine Beyz’den Emiter’e dogru ise kiiclik bir oyuk hareketi olur.

Burada istenen Emiter’den Beyz’e gecen elektron sayisinin, Beyz’den Emiter’e gecen oyuk
sayisindan ¢ok fazla olmasidir. Bu ylizden Emiter zengin katkilandirmaya, Beyz ise fakir
katkilandirilmaya tabi tutulur. Emiter akimi, Emiter’den Beyz’e gecen elektronlar ile
Beyz’den Emiter’e gegen oyuklarin olusturdugu akim bilesenleri olusturur.

Emiter’den Beyz’e gelen elektronlar, Beyz’de azinlik akim tastyicisi konumundadir. Beyz ¢ok
ince bir katman olarak yapildigindan kararli durumda, Beyz’deki elektron (azinlik akim
tastyicisi) yogunlugu Kollektére dogru hemen hemen diiz bir ¢izgi yapisinda azalmaktadir.
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Kollektor Akimi;

Ic = Blg

Beyz Akimu;

Emiter Akimi;
IE == IC + IB

BJT Baglanti Tiurleri

1-)Emiteri Ortak Baglanti Veya Calismasi;
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Bu baglanti tiirtinde giris Beyzden, ¢ikis ise Kollektérden alimmaktadir. Dolayisi ile akim

kazanci = I_C olmaktadir. Devrenin giris karakteristigi, girise uygulanan gerilimin
B

(VgEg) degisiminin, giris akimina olan etkisi olarak tammlanir. Buna gére Vg g’nin

degisiminin, I’ye etkisi(BJT Giris Karakteristigi) asagidaki gibi olur.
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BIJT Girig Karakteristigi

Grafikten goriildigii gibi 0,5 V’tan kiigiik giris gerilimlerinde akim ihmal edilebilecek
boyutta kii¢iik olmaktadir.

Sicaklik degisimlerinden dolay1 bu grafikte degisim olmaktadir. Bu degisimin silisyum bir

transistor icin Vgg'nin her 1C%hk sicaklik artisinda yaklasik 2mV azalmasi olarak
goriilmektedir. Asagida farkli sicaklik degerlerinde verilmis karakteristikler goriilmektedir.
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Giris karekteristiginin sicaklikla degisimi

Bu baglant: tiiriinde ¢ikis Kollektor-Emiter arasindan alinmaktadir. Dolayisi ile ¢ikis
karakteristigi ¢cikis geriliminin (Vi g) degisiminin, ¢ikig akimina (1) olan etkisi olarak
tanimlanir.
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Bu karakteristigi elde etmek i¢in sabit bir giris akimi altinda(Ig), Kollektor-Emiter arasi
gerilimi(Vg) degistirerek, degisen her V- gerilimine kars1 I akimi dlgiiliir ve bu degerler
kullanilarak ¢ikis karakteristigi ¢izilir. Farkli giris akimlari i¢in bu islem tekrar edilerek daha
genis bir ¢caligma alanindaki ¢ikis karakteristigi ¢izilmis olur.

Emiteri Ortak Bagli BJT Cikis Karakteristigi

Transistor Giic Harcamasi:

Po= Vce X lc



